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１．概要（Summary） 

銅酸化物高温超伝導体は Mott 絶縁体にホールをド

ープすることにより超伝導が実現できる。この類似物

質として Ni 系酸化物などの遷移金属酸化物への

EDLFET (Electric Double Layer Field Effect 

Transistor)を用いた電界効果によるキャリアドープ

の研究を進めている。まずは、素子構造の最適化をは

かるため、ZnO、STOなどの電界効果で成果が出てい

る物質群での評価を行う。電界効果素子の最適化がは

かれたのちに、１価の Ni 系酸化物など興味のある物

質群に電気二重層型トランジスタ素子を作成、利用す

ることで、構造を保ったまま、キャリア制御をし、新

奇物性探索（含：超伝導化への可能性）を行う予定で

ある。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 化合物ドライエッチング装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 ワイヤーボンダー 

 

【実験方法】 

LaNiO3 の薄膜試料にフォトレジストを塗布し、高

速マスクレス露光装置を利用し、基板上に

CAD(Computer Aided Design)で書いたパターンを露

光し、化合物ドライエッチング装置で試料をパターニ

ング通りに削り、成形を行う。この試料に 12 連電子

銃型蒸着装置を用いて Au,Tiを蒸着させる。最後にチ

ャネルと電極にイオン液体を接触させるための窓を

開けるようにフォトレジストを塗布する。 

 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

薄膜試料を設計通りに薄膜試料に作製したエッチ

ングパターンを Fig. 1に示す。寸法に大きなずれはな

く、設計図通りのパターンの試料の作製に成功した。

ただし、試料によってはエッチングした際に側面に試

料が残ってしまうことや、蒸着した金がすぐにはがれ

てしまうなどの問題があった。今後の課題としては使

用するフォトレジストを変えたり、試料との相性の良

い電極を見つけるなどの改善が必要である。 

 

Fig. 1. Photo image of the fabricated device 
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